GaAsBi/GaAs:Be kvantinés duobés su 102 bismuto

GaAsBi/GaAs:Be quantum wells containing 10% of bismuth
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Vos keli procentai bismuto jterpti i GaAs gardele,
zenkliai sumaZina §ios naujos medZiagos — GaAsBi —
draustiniy energijy tarpa (Eg). Taip pat, pastebéta, kad
GaAsBiI Eg silpnai priklauso nuo gardelés temperatiiros,
0 GaAsBI, su didesne nei 10.5% bismuto koncentracija,
sukinio-orbitinio suskilimo energija vir§ija draustiniy
energijy tarpa. Tai lemia efektyvy nespindulinés Auger
rekombinacijos sumazéjimg [1]. Dél $iy savybiy,
GaAsBi yra potencialus kandidatas kuriant ilgabangius
optoelektronikos prietaisus, kuriy veikimas silpnai
priklauso nuo temperatiiros [2]. Visgi, norint sukurti ir
optimizuoti tokius optoelektronikos prietaisus, svarbu
zinoti GaAsBi optines savybes ir elektroning struktiira.

Siame darbe tiriamos molekuliniy pluosteliy
epitaksijos metodu (MBE) uZaugintos pavienés
GaAsBi/GaAs:Be kvantinés duobés, kuriose bismuto
kiekis siekia ~10%. Taip pat, n-tipo GaAs barjeriniai
sluoksniai buvo kompensuoti juos skirtingai legiruojant
beriliu: Nge = 5% 107 cm™3, 1x 10 cm™3 ir 3 x
10 cm~3, bandiniams B367, B369 ir B372,
atitinkamai. Strukttriné kvantiniy dariniy analizé parodg,
kad QW pasizymi auksta kristaline kokybe ir astriomis
saly¢io ribomis tarp sluoksniy.

Temperatiiriniai fotoliuminescencijos (PL)
matavimai buvo atlikti 3 — 300 K temperatiry intervale
naudojant skirtingus suzadinimo intensyvumus. Optiniy
savybiy tyrimo rezultatus iliustruoja 1(a) pav., kuriame
pavaizduoti bandinio B367 temperatiiriniai PL spektrai.
Visos trys tirtos QW struktiiros pasiZzymi emisija ties
1300 nm (0.95 eV). Skaitmeniniai skai¢iavimai parodé,
kad Zemose temperatiirose aukStesniy energijy srityje
stebimas antras PL ypatumas (Zr. 1(a) pav.) gali biti
priskirtas optiniams Suoliams i§ aukStesniy lygmeny.
Analizuojant spektrus, matuotus skirtingose
temperatiirose, buvo nustatyta, kad temperattrinis PL
smailiy spektrinés padéties kitimas (1(b) pav.) gerai seka
Varshni désnj su parametrais, mazesniais nei GaAs [3].
Tai svarbus ypatumas siekiant nagrinéjamas struktiiras
pritaikyti  optoelektronikoje. Tiriant, PL smailiy
intensyvumo priklausomybg¢ nuo suzadinimo galios buvo
nustatyta, kad net kambario temperatiiroje dominuoja
spindulinés  rekombinacijos  kanalas.  Galiausiai,
skaitmeniniai QW skai¢iavimai atskleidé, kaip Kinta
juostiné  struktiira kei¢iant Dberilio koncentracija
barjeriniuose  sluoksniuose. Nustatyta, kad esant

didziausiai tirtai Be koncentracijai (3 x 108 cm™3)
padidéja elektrony ir sunkiy skyliy banginiy funkcijy
persiklojimas, o tai lemia PL intensyvumo iSaugima.
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1 pav. GaAsBi/GaAs:Be QW temperatiriniai PL
spektrai (a) ir visy tirty struktiiry PL smailiy padéties
kitimo priklausomybés nuo temperatiiros (b).

Reiksminiai  ZodZiai:  molekuliniy  pluosteliy
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